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【はじめに】二酸化バナジウム（VO2）は様々な外場によって電

気的特性が変化することが分かっており、特に室温付近で巨大な

抵抗変化を伴う金属絶縁体転移（MIT）を示すことでよく知られ

ている。また中でも、電界効果によるMIT制御は、モットトラン

ジスタ実現に向けて注目を浴びている。我々はこれまでに VO2薄

膜を用いた電界効果トランジスタ（FET）を作製し、その性能評

価を行ってきた[1]。さらに VO2、(La,Pr,Ca)MnO3 などの強相関電

子系酸化物においてナノ構造化することにより、相転移特性が向

上する事を報告してきた[2][3]。今回はチャネル部分をナノワイヤ

ー構造とする FETを作製し、ゲート電界による抵抗変調率の向上

を図った。 

【実験及び結果】 PLD 法により TiO2(001)基板上に単

結晶 VO2薄膜を作製し、ナノインプリントリソグラフ

ィー法を用いて、ナノワイヤー構造に加工した。また絶

縁層には有機ポリマーであるパリレンを用い、トップ

ゲート型の FETとした。 Figure 1が作製した FETの模

式図となっており、上部金電極からチャネル部分に電

界をかける構造になっている。Figure 2は VO2薄膜チャ

ネルとVO2ナノワイヤーチャネルにそれぞれ 50 Vまで

のゲート電圧(VG) を印加した時のVO2チャネルの抵抗

の変化率を表している。抵抗の変化率は VG=0V時の抵

抗(R0)とVG印加時の抵抗(R)を用いて(R0-R)/Rと表され、

ナノワイヤー構造のものが薄膜に比べ 3 倍程度の変調

率を示した。この要因としてはナノワイヤーチャネルエッジへの電解集中に起因したものによる

と考えた。当日は、詳細な実験結果を電界シミュレーションによる考察と交えて報告する。 
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Fig. 2. Gate voltage dependence of 
resistance modulation ratio 
inVO2-based FETs with thin film 
and nanowire channels. 

Fig. 1. (a) Optical image of a top view 
FET structure. 

 (b)Schematic illustration of a 
cross-sectional FET structure. 
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